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Zu sammen f a s s ung 

Anordnung von Kontaktf ISchen lind Priiff lichen auf strukturier- 
ten Halbleiterchip 



10 




15 



Die Brfindung betrifft .e±n Anordnung von KontaJctflSchen (1) 
und Prtafflachen (2) auf atrukturierten Halbleiterchip (3) . 
Die Kontaktf lichen (ly und die Prtifflkchen (2) sind Ober ei- 
nen Leitungss.teg (4) ^lektrisch .miteinander verbunden. W^K- 
rend die Kontaktfiachen (1) in einem ersten Bereich (5), der 
keine Komponenten einer integ'rierten Schaltung aufweist, an-i- 
geordnet siiid, liegen die PrQffiachen (2). in einem zweiten ■ 
Bereich (7) det Oberseite- des Halbleiterchips (3)^ der Kompo- 
nenten (6) einer integrierten Schaltimg aufweist,' 

[Figur 1] ' • 
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, Beschreibung ' . 

Halbleiterwafer mit elektrisch verbundenon Kontakt- und 
Prtlffiachen 
5 . ' 

Die Erfiudung betrifff einen Halbleiterwafer mit elektrisch 
verbundenen Kontakt- und PrUff lichen, sowie ein elektroni- 
sches Bauteil mit einem Halbleiterchip e±nes^ derartigen Halb- 
leiterwaf ers und .Verf ahren ziir Nachbearbeitung des Halblei- 
10 terwafers gemSii der. Gattung der unabhSngigen Ansprache. 

Durch eine stete Verkleinerung der Kontaktf ISchen au£ Halb- 
leiterwafern ergeben sich insbesondere Probleme bei dem -Funkr- 
tionstest auf Waferebene eines Halbleiterchips; da bei zuneh- 

15 mender Anzahl von Kontaktf lachen Test bei gleichzeitiger 
Miniatiirisierung der Abmesaung der Kontaktfiachen erhGhte 
Kontaktprobleme beim Test auftreten. Probleme entstehen auch 
beim Bonden von Kontaktf lachen, die bereits durch den Funkti- 
onatest auf grund der Prtlf spitzen beschadigt" wurden, so dass . 

20 es bei der Fertigung zu erhOhtem Ausschuss komiat. 

J 

'Aus der Druckschrift US 5/506/499 ist es bekannt;- eine von 
der Kontakt.flache ftlr ein Bonden getrennte Priiffiache vorzu- 
* sehen, die mit der Kontaktf lache elektrisch verbunden ist. 

25 Far diese Ausgestaltung wird zusatzliche Chipflache benotigt, 
um die zusatzliche Prtiffiache neben jeder Kontaktf lach^ -auf 
dem Halbleiterchip unterzubrlngen. Die aus der US 5,506/499' 
bekannte Lbsung fUhrt zu einer Vergrofierung def beijotigten 
Chipflache und steht Miniaturisierungsbestrebungen in der 

30 Halbleitertechnologie entgegen. 

. Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Halbleiterchips und 
elektronische Bauteile bereitzustellen, die geringere AuBen- 
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maJie aufweisen, wobei eine zuverlSssige Kontaktieriing und 
tlberprtifung jedes Halblelterchips gewShrleistet ist^ 

Gelost wird*d.ie5e Aufgabe mit dem Gegenstand der unabh^hglgen 
Anspriiche. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ergaben 
sich aus den jeweiligen abhangigen Ansprdchen. * . 



ErfindungsgemSfi wird ein Halbleiterwaf er mit einer Vielzahl • 
von Halblelterchips bereitgestellt, wobei die Halbleiterchips 

10 eine Anordnung von jeweils elektrisch leitend- mlteinander 
verbundenen Kontaktf lichen und P.rUfflachen aufweiseh. Die 
Kontaktf lachen sind in einem passiven ersten Bereich der 
Oberseite des Halbleiterchips angeordnet, der keine Komponen- 
ten einer integri'erten Schaltung aufweist. Die Prtiffiachen 

15 sind. in einem alctiven zweiten Bereich der Oberseite des Halb- 
leiterchips angeordnet, der Komponenten einer integrierten 
Schaltung aufweist, ^■ 




Dieser Ha.lbleiterwaf er hat den Vorteil, dass die Prtifflachen 
20 gegentSber. den Kontaktf lachen wesentlich vergrbSert werden 
. kOnnen. Damit wird* eine zuverlSssigere Kontaktgabe der Test-: . 
spit^en ' ermOglicht ^wird, well gruppenweise auf den Halblei- 
terwafer aufgesetzten Prafspitzen jeweils einen hoheren Tole- 
ranzbereich fiir die Posit icnierung .zuir Verfiiguhg haben, Au-r 
25 fierdem haben die Prtifspitzen Platz,. kieine Bewegungen und sie 
kSnnen eich auf einer grdfieren FlSche der PrOf flfichen anle- 
gen- Gleichzeitig ist der Plachenbedarf pro Halbleiterchip • 
vermindert/ da nur nogh fttr KontaktflSchen urid nicht mehr . 
auch fiir die PrufflSchen ein'passiver erster Bereich der 
30 Oberflache ohne Komponenten- einer integrierten Schaltung vor- 
gesehen werden braucht* Die Anzahl der Halbleiterchips pro 
Halblei terwafer kann vergrOfiert warden. AuBerdem wird die fut 
je einen Halbleiterchip benotigte FlSche .des. Halbleiterwaf ers 
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bei gleichzeitig verbesserten Priif bedingungen und verbesssr- 
ten Bondbedingungen erheblich vermindert. 



Der passive erste Bereich eines Halbleiterchips wird bevor- 
5 ' zugt fur. Ko.ntaktf l^chfen genutzt, um die Komponenten des akti- 
ven zweiten Bereichs bei ©inem Verbinden mit BonddrSihtDn pder 
. mit Flip-Chip-Kontakten keinen thentiischen und mechanischen 
Belastungen auszusetzen, Damit wlrd der Gefahr begegnet^ dass 
die Eigenschaften der aktiven Komponenten durch th'ermische 
10 und mechanische Belastungen ver^ndert werden. Oiese Beladtun- 
gen trsten bei einer. Funktionsprufung, . die an'f den Prtlf f la- . 
Chen durchgefUhrt wird; nicht auf . 

Auf einer gegenQber der LSnge der Kpntafctflfilchen vergrSBerten 

' ■ • ■ 

15 Lange von. PrOf f lachen kttnnen auch mehrere Prttf spitzen gleich- 
. zeitig aufgesetzt werden, was die Prtifsicherheit vergr5fiert. 

So kann beispielsweise eine Pr.tif spitze das Mess-Signal anbie- 
ten, wahrend eine zweite PrQfspitze auf der gleichen Pruffia- 
che uberprtift und misst, ob das Mess-Signal in voller H^Jhe 
20 auf der PrtifflSche zur VerfUgung steht: 



Aufierdem k5nnen ^in vorteilhaf ter Weise mehrere Pr<if spitzen 
von Prtiffiache zu Pr(iffiache versetzt angeordnet werden, so . 
' iiass ein . vorgegebener miniitialer Priif spit zenabst and ei'ngehal- 
25 ten werden kann. Deswegen kttiinen erfindungsgemaBe Halbleiter- 
. chips auch mit Meflapparaturen tlberpriift werden/ deren minima- 
ler Prtif apitzenabstand grttfier ist ils der Mittenabstand zwi- * 
schen den KontaktflSchen. • So konnen beispielsweise Prtif karten 
mit einem Mess-Spit zen-Abstand von beispielsweise 90 Mikrome- ' 
30 tern eingesetzt werden, pbgleich der Mi ttonab stand der Kon- 
taktfiachen beispielsweise lediglich 50 Mikrometer betragt- 
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Gegentiber dem Stand der TechniJ? der US 5, 506, 499 . wird mit der 
Erfindiong der Oberfiachenbedarf ftir einen Halbleiterchip we-" 
santlich verringert. Bei gleichem Oberfiachenbedarf ist es. 
dann moglich, eine grdfiere iVnzahl von Kontaktf lachen bereit^ 
5 zustellen. GegenOber-der US 5,506,499 kann auch ein deutlich 
verringertes Rastermaii • der Ko^taktf lachen erreicht werden. 

I- 

AuAerdem konnen znehrfache Messungen auf.einer PrUfflSche hln- 
tereinander durchgeftihrt werden, wobei der jeweilige- MeApunkt 

10 ira Bereich der PrClfflache versetzt wird. Das Anordnen der 

Praff lichen in dem zweiten Bereich der Oberseite . des Halblei- 
terch'ips mit Koinponenten einer integrierten Schaltimg Ipringt 
somit eine grafiere Zuverl^ssigkeit der Funktipnstests, ohne 
den Oberfiachenbedarf eines Halbleiterchips zu vergr5Bern, 

15 . . ' . * . 

Wenn im- aktiven Bereich zwlscheri den aktiven Koraporienten ei- 
ner integrierten Schaltung und den PrOfflachen eine elek- 
' trisch. isolierende Schicht angeordnet ist, dann werden Kurz- 
schlUsse zwlschen den Elektrod^n der aktiven- Koinponenten ei- 

20 nex darunter liegenden' integrierten Schaltung verhindert- Auf 
dexn passlven BereJ.ch braucht eine solche elektrisch isolie- 
rende Schicht nicht unbedingt vorgesehen werden, weil dcrt 
keine Leiterbahnen der integrierten Schaltung austreten. Eine 
derartige isolierende Schicht kann' Siliciumdioxid und/oder 

25 siliciumnitfid aufweisen-. .Wegen der hohen Durchschlagf estig- - 
' keit di'ese ^4at'erialien kOnnen isolierende Schichten mit Dik- 
ken im Bereich eines Mikrometers bereits ausreichen. 

Das Material der PrUfflachen und/oder der Kontaktflachen kann 
30 Aluminium oder eine Aluminiumlegierung aufweisen. 'Eine Kon- 

taktfl^che oder eine PrUffiache k5nnen auch die Oberseite ei- 
ner mehrlagigen Beschichtung bilden, wobei die Prflffiache 
und/oder die Kontaktf lache Palladium oder Tantal als eine La- 



Datum 29.07.02 15:15 FAXG3 Nr: 556334 von NVS:FAXG3. 10.0201/0 (Seite 7 von 28) 



• 



29-JUL-2002 14:22 , . SCHldEIGER 8. PARTNER . . +49 89 321993S8 S. 08/28 

FIN 404 P/200'209467 . . ' ' " , 



ge in der mehrlagigen Schicht aufweisen. Palladium und Tantal 
bilden dabei Oif fusionssperren ftir Siliciumatoine und vermin- 
dern gl^ichzeitig die * Migration von Aluminium beziehungsweise 
Alumini'umlegierung^n. • 

5 . 

Die Pruff lachen- und/oder die Kontaktf ISchen kbnnen als ober- 
ste Lage Gold oder eine Goldlegierung aufweisen, die beson- 
ders oxidations-/ Jcorrosions- und erosionsfest ist. Weiterhin 
•kannen die Prtlffiachen und/oder die Konta]ctf lachen Kupfer 

10 odex eine Kupf erlegierung. als Basislage aufweisen. In diesem 
Fall wi'rd eine Aluminium-, oder Goldbeschichtung der .PrUf- 
und/odar Kontalctf lachen durch eine Metall-Legierungsschicht 
beispielsweise aus Titanlegierungen, Tantalverbindungen oder 
Nickellegierungen als Zwischenlage vor eiher Kupferdif fusion 

15' geschiStzt. . ' 

iiti Bereich des Leitungsstegesr der zwischen einer Kontaktflcl- 
che und. einer PriifflSche angeordnet ist,' k5nnen besonders 
• vorteiihaft Durchkontakte durch die isolierende Schicht zwi- 

20 schen Pirtif kontakten und Elektroden von Komponenten der darun- 
tez: liegenden dntegrierten Schaltung vorgesehen sein, Diese 
Durchkontakte verbinden die Kontaktf lachen im Bereich der 
Leitungsstege. Uber Leiterbahnen, die unter der isolierenden 
Schicht angeordnet sind, mit Elektroden der Komponenten de.r 

25 integrierten Schaltung,' Eine Matrix aus Durchkontakten laat 
die Oberfl^che des Leitungssteges uneben erscheinen« Gem^ 
der Erf indung werden die Djarchkontakte nicht mehr uhterhalb 
der Kontaktf lachen oder unterhalb der PrtifflSchen angeordnet/ 
wodurch insbesondere eine storungsf reie Kontaktf ISche ftir das 

30 Anbringen von Bondverbindungen beziehungsweise von Flip-Chip- 
Kontakten zur Verftigung steht. ' 
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Derartige Leitert)ahnen kbnnen aus Kupfer oder aus einer Kup- 
ferlegienmg.realisiert sein*. Dann kann noch eine diffusions- 
hemmende Metalllage zwischen Durchkontalcten und Kupferleitun- 
gen vorgesehen werden. » . . 

5 - • 

• Eine weitere Aus ftihrungs form der Erfindung sieht vor, dass- 
.die Kontaktfiachen hinsichtlich ihrer Abmessurigen optimiert 

. werden, Daljei ergibt sich in der Draufsi'cht ein quadrat ischer 
Oder kreisrunder Umrisa. Damit wird eine Miniaturisierung des . 
10 vorzus^henden passiven ersten Bereichs einer Halbleiterchipo- 
berflache und d^mit eine vergrQfierte Anzahl an Halbleiter- 
chips auf einem Halbleiterwafer begunstigt* 

Auf dem Halbleiterchip vorgesehene Isolatidns- und Passivie-- 
• 15 rungsschichten kOnnen mehrlagig auf gebaut sain. ' In einer wei- 
teren AusfUhrungsf orm der Erfindung ist unraittelbar auf den 
RSndern der Kontakt'f ISchen und der Pra^flSchen und auf dem 
gesamten verbindenden Leitungssteg eine" Silici\aiadioxidschicht 
angeordnet. Zwischen dieser, Siliciumdioxidschlcht und einer 
20 abschiiefienden Polyimidschicht wird eine Siliciuwnitrid- • 

• schicht vorgesehen, denn- eine unmittelbar 'au£ einer Siliciura— 
dioxidschicht yorgeaahen Polyimidschicht neigt zur Delaiaina- 
tion. Dieser erf iridungsgemaiie Schichtaufbau hat den Vorteil ; 
einer verbesserten .Haftung. 

j^^B Dartlber hinaus hat diese Schichtfolge den Vorteil, dass durch 

chemische Gasphasenabscheidung zunachst sowohl ' die- Silicium- 
dipxidschicht als auch die Siliciximnitridachicht ganzfiachig 
und unstrukturiert abgeschieden werden k5nnen und schlieJilich 
30 die photoempfindlicha- Polyimidschicht aufgebracht werden 

,kann, in die dann Kontaktf enster beziehungsweise Prtiffenster 
photolithographisch eingebr.acht werdens. Nach kurzen Pla^- 
maStzschritten lassen sich die darunterliegende Siliciumni- 
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tridschicht und die weiterhin vo^rhandene Siliciuindioxid-; 
schicht selektiv entfernen, so das fiir das Bonden oder das 
Aufbringen von Flip-Chip-.Kontakten die Kontaktf lachen frei • 
liegen und fUr ein Prtlfen zus^tzlich zu jeder der Kontalctfla- 
5 cheri eiri Fenster in der Isolations- und Passivierungsschicht 
vorhanden ist. 

Besonders wenn eine grofie Anzahl an • Durchkontakten im Bereich 
d^s Leistungssteges angeordnet werden soil, so kann dieser 
10 auch r-f5rmig ausgebildet sein* Dabei warden in dem brei.teren 
Querbalken des T, welcher der Breite einea Kontaktfensters in 
der Passivierungsschicht entsprichen kann^ die Durchkontakte 
zu den Kupferleiterbahnen vorgesehen. Die Breite des Langs-, 
balkens des T kann im flinblick auf eine maximal vorgesehene 
15 Stroinbelastung. beim Proif en durch Prtif spitzen optiiniert. wer- . 
den, damit wahrend des Prtlfvorgangs keine unerwtjnschte Unter- 
brechung der eiektrisclien Verbindung zwischen Prdffiache und 
Kontaktfiache auftritt. 

•20 Die Priiff ifichen kannen eine grOBere LAnge als Breite aufwei- 
. sen^ wobei sich deren Breite nach der Breite dei: Kontakt^ia- 
chen richtet* Die PrQff lichen haben vorteilhafterweii^e eine 
LSnge, die ein in Langsrichtung der PrOffiachen versetztes 
' Aufsetzen von zwei Prtif spitzen auf unmittelbar hebeneinander 
(\^^^^ gelegenen. PrafflSchen zulasst. Die Lange der. Pruf f ladhen 

richtet sich dabei nach einem Mindestabstand zwischen beiden 
Prtifspitzeri- Somit kannen auch Prafeinrichtungen mit PrQf- 
spitzen verwendet werden, deren Mindestabstand wesentlich 
grofler ist als der Mittenabstand zwischen den Kontaktf ISchen- 
30 des erf indungagemaJien Halblei'terchips . • 
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Die obenstehendeh Vorteile eine erf indungsgenoafien Anordnung 
von KontaktflSlchen und Prtiffiachen gelten auch fUr elektroni- 
sche Bauteile mit Halbleiterchips . 



'5 Mit dem erf indungsgemafien elektfonischen Bauteil brauchen an- 
ders al3 in der US 5, 506, 499 nur noch die Kontaktf ISchen in 
einem passiven ersten Bereich vorgesehen werden., Der gesaiate 
aktive zweite Bereich der Oberselte eines - Halbleiterchips mlt 
Komponenten von integrierten Scfigltungen steht dann ftir. die 

10 . Anordnung von Priifflachen zur Verfiigung. Gegentiber der OS 

5,506,499 kann also ein verringertes Rastefmafi fttr Bondver- 
bindungen beziehungsweise fiir Flip-Chip-Kontakte bereitge- 
stellt werden, Gleichzeitig kSnnen die PrUffiachen beliebig 
gro& gestaltet verden, solange Ihre Breite dem RasteinnaE der 

15 Bondverbindungen beziehungsweise derri Rasterinafi der Flip-Chip- 
Kontakte angepasst ist und die benOtigte HalbleiterchipflSche 
mino-iuiert ist. Dadurch wird auch der Ravimbedarf des erfin- 
dungsgemSfien elektronischen Bauteils vermindert. 



20 Das Anordnen der Prtlff lichen in dem zweiten Bereich der Ober- 
selte des Halbleiterchips mit Komponenten einer integrierten 
Schaltung e2nti<iJglicht' ferner eine hGhefe Dichte der moglichen 
Bondverbindungen beziehungsweise der moglichen Flip-Chip- 
Kontakte ftir einen Halbleiterchip ohne den Oberf lachenbedarf 

25 eines Halbleiterchips zu vergrOfiern. Vielmehr wird der Ober-^ 
f lachenbedarf gegentiber d&r aus. der OS 5/506, 499 bekannten 
Lttsung welter verringert.- 



Bei einem erf indungsgemaOen Verfahren wird ein Halbleiterwa- 
30 fer mit einer Vielzahl von Bereichen je eines Halbleiterchips 
nachgearbeitet, Nach dem Bereitstellen eines Halbleiterwa- 
fers, der PrUffiachen in .einem Bereich mit Komponenten einer 
integrierten Schaltung aufweist, wird darauf einer Funkti- 
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onspriifung durchgef uhrt . Dabei werden defekte Halblaiterchips 
maxkiert und - optional - danach die Priif f XSchen' der Halblei- 
terchips auf dem gesamten Wafer versiegelt. Das. Versiegeln 
der. "Prtif f ISchen kann dabei durch Aufbringen einer insbesonde- 
5 re strukturierten Photolackschicht Oder Lotstopplackschicht 
erfolgen^ und zwar unter Freilasseh d^r Kontaktf lachen* Dabei 
verhindert die Lats.topplackschicht ein spateres ungewblltes 
Kontaktieren der Prtif f ISchen mit Flip-Chip-Techr%ik; denn daim 
• konnen keine L6tballs mehr- daran haften bleiben. Bin etwaiger 
10 vorgesehener Photolack reicht.ftir das Vermeiden von Fehl- . 
bondungen aus . . ' 

Zusanimenfassend ist f estzustellen, das3 das. wesentliche Pro- 
blem einea. Probing bzw, Prtlfen der Funktionsf ahigkeit eines 

15 Halbleiterchips auf Waferebene und eines Bondens zur Herstel- 
lung von Bondverbihdungen durch Trehnung der Of fnungen- bzw, 
Penster f Or das ; Probing und das Bonden mit dieser Erf indung 
gelOst wird, Dariiber hinaus werden die Praf Gf f nimgen' .in " die- . 
ser Erfindung Uber aktiven Strukturen angeordnet, so dass le^-* 

20 diglich far die Kontaktttf fniingen und die Kontaktfiachen 2u- 

satzliche Halbleiterfiachenbereiche ohnq jede 'aktive. Funktion 
einzusetzen sind. bzw. ben5tigt werden. 

Damit kann die Probing-Of fnung uber aktiven Struktur-en ohne . 

2S Einf luss auf. die Chipf lachengrOlie relativ groA gewahlt war- 
den^ wobei diese.Gr^^e es dann erlaubtr dass durch vertikale 
Prtifspitzen oder Nadelkarten, wie sie sons.t nur fQr grofie Ra- 
stermafie eingesetzt werden/ auch fQr beliebig verringerte Ra- 
. sterznafte nun verwendet werden kSnnen, wenn beispielsweise die 

30 Prufspitzen beziehungsweise Nadeln in zwei Reihen versetzt 
zueinander ang^ordnet werden. 
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Die Erfindung wifd anhand von Ausfuhrungsfontien mit Bezug auf 
die beiliegenden Figurea n^her erortert, .: 



Figur 1- 



Figur 2 



10- Figur 3 



15. 



20 



zeigt schematisch eine Anordnung von Kontalctf lachen 
und Praffiachen auf einem Halbleiterchip gemsa ei- 
ner ersten AusfUhrungsforni der Erfindung/ 
zeigt einen scheraatischen Querschaitt durch einen : 
Halbleiterchip mit der in Figur 1 gezeigten Anord- 
nung/ und 

zeigt schematisch eine Anordnung einer Kontaktf la- 
ch'e und einer Prtlffl^che mit "verb indendem Leitungs- 
steg giem^C^ . einer zweiten Ausf lihrungsf orm der Erfin- 
dung. 



Figur 1 zeigt einen Abschnitt .eines Halbleiterchips 3 gemaiJ 
einer ersten Ausftihrungsform der Erfindung, Der Halbleiter- 
chip 3 gli'edert sich in einen passiven ersten Bereich 5, der 
keine Koinponenten einer integrierten Schaltung aufveist, und 
in einen zweiten Bereich 7, . der a ktiye Koinponenten einer hier 
nicht sichtbaran integrierten Schaltung aufweist. Die Grenze 
'zwiechen dem ersten Bereich 5 und dem zweiten Bereich 7 ist 
durch die strichdoppelpuhktierte Linie 10 markiert. 




' Auf dem ersten Bereich 5 sind Kontaktf iSchen 1 angeordnet . 

25 Auf dem zweiten Bereich 7 sind Prtlffiachen 2 voirgesehen. Die. 
Breite bx der Kontaktf iSchen 1. richtet sich nach dem ge- 
wtinschten RastermaB r der Bondverbindungen beziehungsweise 
nach dem gev/Qnachten Rastermafl r der Flip-Chip-Kontakte, die 
darauf unterzubringen sind. Hier betrSLgt das Rastermafi r ca. 

30 60 vim. Die' Breite *bK der Kontaktf lachen 1 betragt ca. 52 vim. 
Die Kontaktfiachen 1 sind hinsichtlich Ihrer Fiachenausdeh- . 
nung zu, dem gewttn^chten Rastermafi optimiert und weisen eine 
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quadrat ische Struktur auf . Die LSnge Ik der Kontaktf ISchen 1 
betrdgt d.eiiierLtspre.chend ca. 52 pm. 

Je eine Kontaktfl^che 1 und eine PrttfflSche 2 sind tiber einen 
iisitungssteg 4 miteinander verbundeh, Diese Komponenten sind 
in jyiikrometer-TechnologiG hergestell.t . * Der, Leitungssteg 4 ist 
T-f5nnig ausgebildet. In seinem Qu^rbalJcen 21 weist er bier 
nicht gezeigte Durchkontakte zu darunter liegenden Leiter- 
bahnlagen auf . 



10 





Auf den Kontaktfiachen 1 sind Bondballs 38 angeordnet. 



Die Ob.erfiache des Halblaiterchips ,3 ist bis auf Be:^eiche yon 
Kontaktfenstero und PrUf f eiiatern, die hier mit den Kontakt- 
. 15 flSchen 1 und atiit den Pruf flSchen 2 Obereinstixnitien^ von einer 
Isolations- und Passiviexungsschicht bedeckt. Diese Isola- 
tions- uhd Passivierungsschicht wird. iro wesentlichen zum 
Schutz der aktiven Komponenten der integrierten Halbleiter- 
schaltungen im zweiten Bereich 7 aufgebracht. 

20 • ' ; 

Der T-f Srmige Leitungssteg 4 weist einen Langsbalken 22 auf, . 
der den Bereich der Kontaktflache 1 mit dem Bereich der 
Praffiache 2 verbindet. Die Priifflache 2 kann bei gleichblei- 
bender Breite bp prinzipiell eine beliebige Lange 1? aufwei- 

25 seny ohne dafi eine zus^tzliche Oberf ISlche des Halbleiterchips . 
3 verbraucht wird; In dieafer Ausftihrungsform der Erfindung 
betragt die L^nge Ip betrSgt 125 pm, Aus den geometrischen 
Randbedingungen ergibt sich, da$5' mit einer Prtlf spitz.enkarte 
gearbeitet werden kann^ die einen minimalen Abstand zwischen 

30 den PrUfspitzen von 90 pm vorschreibt, • ohne dass dabei Pro- • 
bleme auftreten. ■ Der Abstand a in Figur 1 kennzeichnet den 
minimalen PrQf spitz enabstand zwischen zwei Meflpunkten 13 ei- 
ner aolchen Prtif spitzenkarte. Dazu sind die Messpunkte 13 von 
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benachbarteri Pruff lichen 2 bezOglich der Lfingsachse der 
PrUfflachen vers^tzt zuelnander angeordnet. * . 

; In einem hier nicht gezeigten Aus fiihrungsbei spiel sind die 
5 PxUff lichen derart verlahgert, dafi auf einer Prtifflache zwei 
. Priifspitzen gleichzeitig aufgesetzt werden Jcdnnen. 

Figur 2 zeigt einen Qiierschnitt durch einen Halbleiterchip 3 
.xait der in Figur 1 gezeigten Anordnurig von Koiitaktf iSchen 1 
10 und Prtiffiachen 2. Komponenten mit gleichen Funktionen wie in 
^ Figur 1 werden mit gleichfen Bezugszeichen gekennzeichnet urid 
nicht extra erOrtert* 

Die.hier gezeigte Anordnung aus Kontaktf lache 1, aus verbin-- 
15 . dendem Leitungssteg 4 und aus Pruffl^che 2 w.eist eine einla- 
.gige Schicht Al aus- einer . Aluminiumlegierung auf. Im Bereich 
des Leitungsateges 4 ist.diese Schicht mit Durchkontakten 9 
verbunden, die aus einer* AX undniumlegi ©rung auf gebaut sind. 
Die Durchkontakte 9 gehen durch die elektxisch isolierende 
20 Schicht 8 aus Siliciumdioxid hindurch und verbinden dieKonr 
taktflache 1 mit darunter liegenden, in Sub-Mikrometer- • 
Technologie hergestellten Leiterbahnen 11 aus Kupfer. Diese 
Leiterbahnen 11- reichen in den. aktiven Bereich 7 des Halblei- 
terchips 3.hineih, der in dieser Aus ftihrungs form der Erfin- 
25 .dung mehre're MOS-rransistoren-24 aufweist. 

Diese MOS-Trarisistoren 24 sind in eir>en n-leitenden Silicium- 
einkristallbereich 25 eingebettet und weisen einen p'^-Si- 
Bereich als Source 26 des MOS-Tr^nsistors 24 auf und einen 
weiteren p-*'-Si-Ber6ich als Drain 27 auf. Dazwischen ist ein 
Kanalbereich 28 angeordnet, der von einem Gateoxid-29 abge- 
deckt ist und von einer in Sub-Mi krometer-Technologie reali- . 
sierten Gateelektrode 30 aus polykristallinem Silicium ge- 



30 



Datum 29.07.0i2 15:15 FAXG3 Nr: 556334 von NVS:FAXG3. 10.020 1/0 (Seite 15 von 28) 



29-JUL-2002 14:^ SCHUEIGER & PARTNER 

FIN 404 &/200209467 
• " ■ ' 13 



' +49 89 32199388 S. 



10 




20 




steuert wird. Dartiber ist eine Kup'ferzuleitung 31 angeordnet, 
die mit den Durchkontakten 9 in Verbindung stehen kann. Zwi- 
schen einem derartigen aktiven BauelGment einer intogrierten 
schaltung und der PrUfflSche 2 ist .die elektrisch isolierende 
Schicht 8 angeordnet, die in dieser Ausf uhrungsf orm. der Er- 
findung Siliciumdioxid-aufweist. Beim Testen der Funktion deg 
Halbleiterchips 3 mit einer Testspitze 23 im dartiber liegen- 
den Messpunkt 13 wird spmit' die darunter. liegende aktive. Koiti- 
ppnente nicht elektrisch belastet. Eine mechanische Belastung 
dieser darunter liegenden Komponenten wird durch da*s Vorsehen 
der elastisch ausgestalteten Testspitze vermieden. 



Figur 3 zeigt eine schematische Draufsicht auf eine -erf in- 
dungsgemaSe'Anordnung innerhalb. einer Begrenzungslinie 33^ 
15 der'en Breite dem Rasteirmafi gewtlnschter Bondverbindungen be- 
ziehungsvreise dem RastermaB gewOnschter .Plip-Chiip-Kontakte 
von ca. 60 pm, entspricht. Komponenten mit gleichen Funktio- 
nen wie in den vofhergehenden Figuren werden iriit gleichen Be- 
• zugszeicnen gekennzeichnet und nicht extra er5rtei:t. Die An- 
ofdnung ist mit dem kleineren Ant^il Ciber dem ersten passiven 
Bereich 3 und mit einem gr5fieren Ahteil auf dem'zweiten Be- 
reich 7 mit aktiven Baiiteilen- des Halbleiterchips 3. angeord- 
•.net. Die strichdoppelpunktierte Linie 10 kennzeichnet die 
. Grenze zwiachen dem darunter liegenden pas sivem Bereich 5 und 
25 dem darunter liegenden zweiteh aktiven Bereich 7. 

^ Die Ahordnung ist auf einer durchgehenden metalliaierten Fia- 
che ausgebildet, deren Aufienkontur durch die Begrenzungslinie 
. ^-.34 beschrieben wird, Auf der metallisierten Flache ist eine 
30 Kontaktfl^che 1 und eine PrQffiache 2 yorgesehen, und zwar 
jeweils mit einer Breite von ca. 56. pm. Dazwischen liegt in 
gleichbleibender Breite von ea, ' 5.6 \m ein Bereich eines Lei- 
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tungsstegs 4; von dem aus Durchkontakte 9 zu darunter liegen- 
den Kupferleiterbahnen <ftihren, 

Nahezu der gesamte Bereich des Leitungsstegs 4 einschlieJilich 
5 dea^ Durchkontakte 9. ist von der Isolations^ und Passivie- 
rungsschifcht 15 bedeckt. Die Isolations-* iind Passivierungs- 
$chicht 15 deckt auch die Render 16 der Kontaktfiache 1 und 
der PrOffiache 2"ab.. Nur ein quadratisches Kontaktfenster 14 
von 52 X 52 jam und ein rechteokf omiges Pruffenster 32 von 52 
10 X 125 pm bleiben von der Isolations- und Passivierungsschicht 
15 f rei . Innerha-lb des Kontaktf ensters 14 und des PrQffenr 
sters 32 bleibt ein Zugriff,auf die metallisierte Fl^che be- 
. stehen. 

15 .Nach dem PrUf en auf dei\i Pj:arri-ny Lt^r 32 wird dieses mit einer ^ • 
hier nicht dargestellten Schutzschicht versiegelt. 
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Bezugszeichehliste 

1 - Kontaktflache 
.2 Praffiache 
5 3 Halbieiterkttrper 

4 Leitungssteg 

5 . erster Berelch mit Kontaktf ISchen 

6 Komporiente einer integrierten Schaltung • 

7 zweiter Bereich mit Prufflachen 
10 8 elektrisch isolierende Schicht 

9 burchk6;[itakte 

10 ' sfrichdoppelpunktierte Linie 

11 Leiterbahnen ' . 

12 Elektroden ' 

15 13 Messpunkte ' • , 

14 Bondfenster - 

15 Isolations-- und Passivierungsschicht 

16 Render der Kontakt- und Prafflachen 

17 Siliciumdioxidschicht . " 
20 .18 Siliciiunnitridschicht 

19 Polyimiclschicht ' ' * . 

20 Bondverbindung 

21 Querbalken dea T-fOrmigen Leitiingsstegs. 

22 Langsbalken dea T-formig^n Leitungsstegs 
2 5 23 Prafspitze 

24 MOS~Transistor 

25 n-Si-Beraich 

26 Source \ 
21 . Drain 

30 28 ^ Kanalbereieh . 

29 Gateoxid 

30 ' Gateelektrode 

31 Kupferleiterbahn 
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32 PrUffenster . * , ' 

' 3.3 - auliere Begrsnzungslinie 

34 • Begrenzungslinie- der Metallisienmg ' 

35 Begrenzungslinie des PrUffensters 

5 36 Begrenzungsiini© des Kontaktfensters 

37 Be.grenzungalinie der Durchkontakte 

38 Bdndball ' ; ' . ' 
bK . Breite der .Kontaktf lacha 

bp Breite der PrUffiache 

10 Ip Lange der Prufflache ' 

Ik Ii^nge der Kontaktfiache 

a Abstand zwiachen .versetzt benachbarten Prdf spit zen . 

r RastemiaB 
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PateRtansprache • 

1. Halbleiterwafer rait einer Vielzahl von Halbleiterchlps, 
.wobei die Halbleiterchips eihe Anordnung von jeweils 
elektrisch leitend xoiteinander verbundensn Kontaktfia- 
ohen (1) und PrQffiachen (2) aufweisen,' und wobei die 
Kontaktfiachen (1) in ainem arsten passiven. Bereich (5) 
der ObersBite des Halbleiterchips (3) angeordnet sind, 
der keine komponenten ( 6) einer integrierten Schaltung ■ 
aufweist, und .wobei' die PrtlfflSchen (2) in einem zweiten 
aktiven Bereich (7) der Oberseite dea Halbleiterchips 
(3) angeordnet sind, der Kon«>onentei^ (6) eirier inta- 
grierten Schaltung aafweist. 

Halbleiterchip mit einer Anordnung von jeweils elek- 
trisch leitend miteinandar verbundenen Kontaktfiachen . 
(1) und Praf flacheri (2), wobei. die Kontaktfiachen (1) in 
. einem. passiven ersten Bereich (5) der Oberseite des 
Halbleiterchips (3) angeordnet sind, der keine Komponen- 
ten (.6) einer integrierten Schaltung aufweist und wobei 
die Pfttfflachen (2) in einem aktiven zweiten Bereich (7) 
der Oberseite des- Halbleitetchips (3) angeordnet sind, 
der Komponenten (6) einer integrierteri Schaltung auf- 
weist. 

Halbleiterwafer oder Halbleiterchip nach Anspruch 1 odpr 
Anspruoh 2, . ' . 

dadurch g e ke nn z e i c h n e't , dass 
zwiachen den Komponenten (6) einer integrierten Schal- 
tung und den Prtlfflachen (2) des Halbleiterchips (3) 
mindestens sine elektrisch isolierende Schicht (8) mit ' 
insbesondera Silictumdioxid und/oder Siliciumnitrid an- 
geordnet ist. 
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Halbleiterwafer Qder Halbieiterchip nach einem der vor- 
hergehenden Arisprtichev 

dadurch. gekennzeichnet^ dass 

die Kontaktflachen (1) und die PrtlfflMchen (2) -tiber ei- 

nen Leitungssteg (4). elektrisch leitend verbunden sind. 



Halbleiterwafer oder Halbleiterchip nach Anapruch A, ' \ 
10. dadurch gekennzeichnet, dass 

im Bereich de& Leitungs stages (4) Durchk;ontakte' (9) 
• durch eine isolierende Schicht (8) angeordnet sind, wo- 
bei die Durchkontakte (9) mit Leiterbahnen (11) zu den 
Elektrbden (12) der komponanten (6.) der iutegrierten 
15 Schaltung verbunden sind* 

6. Halbleiterwafer oder Halbleiterchip n.ach Anspruch 5, 
dadurch g e k e n fi z e i c h n e t ^ dass 

die Leiterbahnen (11) zu' den Elektroden (12) der Korapo-.' 
nenten (6) der integrierten Schaltung Kupfer oder eine' 
Kupferlegiarung aufweisen. 




. • 7 . . Halbleiterwafer oder Halbleiterchip nach einem der An- 
spruche 4 bis 6, 
25- dadurch gekennzeichnet, dass 

die Kontaktfiachen (1) und dle'PrUf f iachen- (2) an ihren 
R^ndern (16). und der Leitungssteg (4) auf seiner Ober- 
seite eine mehrlagige Isolations- iind Passivierungs^ 
schicht (15) aufweisen. 



30 



Halbleiterwafer oder Halbleiterchip nach Anspruch 7,. ' 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass 
. die mehrlagige Isolation- und Passivierungsschicht (15) 
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eine Siliciumdloxidschicht (17) aufweist/die unmittel-" 
bar auf den Randern (16) der Kontaktf lacHen (1) und dar 
Prtiff lichen (2) und auf dem verbindenden Leitungssteg 
(4) angeprdnet ist, 

5 

9. Halbleiterwafer Oder Halbleiterchip nach Anspruch 7 Oder 

Anspruch' 8, • * ' • ^ 

dadux^ch g e k e n n z e i ch n.e t / dass' 

die mehrlagige Isolations- und Passivieriingsschicht (15) 
10 eihe Siliciumnitridscnicht (18) und eine Polyimidschicht 

(19) aufweist. 

10. .Halbleiterwafer Oder Halbleiterchip nach einem der An- 
sprtiche 4 bis 9, 

.^^ d a du r ch . ge:k enn z e i chh e t , da ss 

der Leitungssteg (4) T-formige ausgebildet ist, wobei 
dex Querbalken (21) des T an die Breite der- Kontaktfia- ' 
Chen angepasst ist. und Durchkontakte (9) .zu Leiterbahneri 
(11) aufweist, wMhrend der Langsbalken (22) des T der 

20- maxinialen Strombelastung beim \Prafen durch . Prttf spitz en 

(23) angepasst ist..-. 



25 




30 



11. Halbleiterwafer oder Halbleiterchip nach einem der vor- 
, hergehe'nden- Ansprtlche^ . 

dadurch- ,g e k.e n n z e i c h n e t , dass 
• die Praffiachen (2) in ihrer Breite' (bp) der Breite der 
^ Kontaktf la Chen angepasst sind und eine LMnge (Ip) auf- 
.weisen, die grader ist als ihre Breite (bp). 

13. Blektronisches Bauteil mit einem Halbleiterchip, wobei 

der Halbleiterchip eine Anordnung von ijeweils elektrisch 
leitend miteinander verbundenen Kontaktfiachen (1) und 
Prtiffiachen (2), wobei die Kontaktflachen (1) in einem 
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15, 



16. 



20 



passiven ersten Berelch (5) der Oberseite^des Halblei- 
terchips (3) angeordnet sind^ der keine Komponenten (6) 
einer integrierten Schaltung aufweist und wobei die 
PrUff lichen (2) in einem aktiven zweiten Bereich (7) der 
Oberseite des Halbleiteirchips (3) angeordnet sind, der 
Kompohenten. (6) einer integrierten Schaltung aufweist. 

Elektroniaches Bauteil nach Anspruch 13 sowie nach einem 
der Ansprttche 3 bis 12, ' 

Verfahren zur Nachbearbeitung eines Halbleiterwafers ge-- 
mafi einem der AnsprUche 1 bis IX^ wobei das Verfahren 
folgehde Verfahrensschritte aufweist; 

a) Bereitstellen dea Halbleiterwafers, 

b) Durchftihren einer FunktionsprUfung mit einer PriU- 
^ feinrichtung, die PrOfspitzen aufweist, 

c) . Markieren' der defekten Halbleiterchips* 

Viarfahren nach Anspruch 15, 
dadurch gekennzeichnet., dafi , 

der Schritt des Versiegelns der Priifflkchen vorgesehen' 
ist. ' • - * 




. 17. Verfahren nach Anspruch 16, 
25" ^dadurch gekennzeichnet, dafi ' • 

das Versiegeln der Praf flSchen durch Aufbringen einer 
strukturierten Photolackschicht oder L5tstcpplackschidht 
erfolgt. 



30 18, 



Verfahren nach eiriem der Anspriiche 15 bis 17;. 
dadurch gekennzeichnet, daii 

die Priif spitzen beim Durchfuhren einer FunktlonsprUfiing 
von PrufflAche zu Prflfflache veirsetzt angeordnet w.erden. 
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